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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面側に内部端子と裏面側に外部端子を一体的に有する複数の端子部を一平面内に二次
元的に互いに電気的に独立して配置し、端子部の内部端子と半導体素子の端子とをワイヤ
にて電気的に接続し、各端子部の外部端子の一部を外部に露出させるように全体を樹脂封
止した樹脂封止型半導体装置において、
　表面に１つ以上の通電用の回路を備えた電気絶縁性の搭載用部材がその裏面側を前記端
子部の内部端子面の一部に固着するように配置され、前記半導体素子が前記搭載用部材の
表面に搭載され、前記通電用の回路と半導体素子の端子とをワイヤにて電気的に接続して
いることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。
【請求項２】
　前記搭載用部材の通電用の回路の少なくとも１つが、半導体素子の搭載領域を囲むよう
に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の樹脂封止型半導体装置。
【請求項３】
　外部に露出した外部端子面に半田からなる外部電極を備えることを特徴とする請求項１
または請求項２に記載の樹脂封止型半導体装置。
【請求項４】
　樹脂封止型半導体装置用の回路部材において、
　外枠部材と、該外枠部材から各々接続リードを介して一平面内に相互に独立して配設さ
れた複数の端子部と、各端子部の表面側の一部を覆うように裏面側を固着された電気絶縁
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性の搭載用部材とを備え、各端子部は表面側に内部端子を裏面側に外部端子を一体的に有
し、前記搭載用部材は表面に少なくとも１つの通電用の回路を有することを特徴とする回
路部材。
【請求項５】
　前記搭載用部材の通電用の回路の少なくとも１つが、前記搭載用部材の半導体素子の搭
載領域を囲むように形成されていることを特徴とする請求項４に記載の回路部材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体素子を搭載した樹脂封止型の半導体装置とそれに用いられる回路部材に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体装置は、高集積化や小型化技術の進歩、電子機器の高性能化と軽薄短小化の
傾向（時流）から、ＬＳＩのＡＳＩＣに代表されるように、ますます高集積化、高機能化
になってきている。
【０００３】
これに伴い、リードフレームを用いた樹脂封止型の半導体装置においても、その開発のト
レンドが、ＳＯＪ（Ｓｍａｌｌ　Ｏｕｔｌｉｎｅ　Ｊ－ＬｅａｄｅｄＰａｃｋａｇｅ）や
ＱＦＰ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｐａｃｋａｇｅ）のような表面実装型のパッケージを経て
、ＴＳＯＰ（Ｔｈｉｎ　Ｓｍａｌｌ　Ｏｕｔｌｉｎｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）の開発による薄
型化を主軸としたパッケージの小型化へ進展し、さらにはパッケージ内部の３次元化によ
るチップ収納効率向上を目的としたＬＯＣ（Ｌｅａｄ　Ｏｎ　Ｃｈｉｐ）の構造へと進展
してきた。
【０００４】
しかし、樹脂封止型の半導体装置パッケージには、高集積化、高機能化とともに、更に一
層の多ピン化、薄型化、小型化が求められており、上記従来のパッケージにおいても半導
体素子外周部分のリードの引き回しがあるため、パッケージの小型化に限界が見えてきた
。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
回路基板への高集積化を達成する小型化された樹脂封止型半導体装置として、回路部材（
リードフレーム）を用いて作製されたエリアアレー型のＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｃａｌｅ　
Ｐａｃｋａｇｅ）が提案されている。このエリアアレー型の半導体装置は、外部電極を半
導体装置の下面からとるので、半導体装置サイズと回路基板への実装に必要な面積とが同
一であり、高密度の基板実装が可能である。しかし、上述のように外部電極を半導体装置
の下面からとる構造であるため、用いる回路部材は複雑な回路を形成したものが必要とな
り、回路部材の作製工程に複雑で高価なプロセスが要求され、その結果、半導体装置の製
造コストが高くなるという問題があった。
【０００６】
また、近年の樹脂封止型半導体装置に搭載される半導体素子が高速化しており、このよう
な半導体素子を上述の回路部材に搭載して動作させると、複雑な回路に起因してノイズが
発生しやすく、半導体素子の誤動作を来すという問題があった。
【０００７】
本発明は、上記のような事情に鑑みてなされたものであり、半導体素子の占有率が高く小
型化が可能で、回路基板への実装密度を向上させることができ、さらに、多ピン化、低ノ
イズ化への対応が可能な樹脂封止型の半導体装置と、この樹脂封止型半導体装置に用いら
れる回路部材を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
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　このような目的を達成するために、本発明の樹脂封止型半導体装置は、表面側に内部端
子と裏面側に外部端子を一体的に有する複数の端子部を一平面内に二次元的に互いに電気
的に独立して配置し、端子部の内部端子と半導体素子の端子とをワイヤにて電気的に接続
し、各端子部の外部端子の一部を外部に露出させるように全体を樹脂封止した樹脂封止型
半導体装置において、表面に１つ以上の通電用の回路を備えた電気絶縁性の搭載用部材が
その裏面側を前記端子部の内部端子面の一部に固着するように配置され、前記半導体素子
が前記搭載用部材の表面に搭載され、前記通電用の回路と半導体素子の端子とをワイヤに
て電気的に接続しているような構成とした。
【０００９】
また、本発明の樹脂封止型半導体装置は、前記搭載用部材の通電用の回路の少なくとも１
つが半導体素子の搭載領域を囲むように形成されているような構成とした。
【００１０】
また、本発明の樹脂封止型半導体装置は、外部に露出した外部端子面に半田からなる外部
電極を備えるような構成とした。
【００１１】
　本発明の回路部材は、樹脂封止型半導体装置用の回路部材であって、外枠部材と、該外
枠部材から各々接続リードを介して一平面内に相互に独立して配設された複数の端子部と
、各端子部の表面側の一部を覆うように裏面側を固着された電気絶縁性の搭載用部材とを
備え、各端子部は表面側に内部端子を裏面側に外部端子を一体的に有し、前記搭載用部材
は表面に少なくとも１つの通電用の回路を有するような構成とした。
【００１２】
また、本発明の回路部材は、前記搭載用部材の通電用の回路の少なくとも１つが、前記搭
載用部材の半導体素子の搭載領域を囲むように形成されているような構成とした。
【００１３】
このような本発明では、半導体素子の占有効率が向上し、回路基板への実装面積が低減し
て実装密度が向上し、また、通電用の回路を備えた搭載用部材を介して半導体素子を回路
部材に搭載するので、回路部材に必要とされる回路の一部を上記通電用の回路に置き換え
ることができ、例えば、搭載用部材に設ける通電用の回路に電源またはグランドの作用を
もたせることにより、搭載した半導体素子の電源端子やグランド端子を上記の通電用の回
路に接続することができ、さらに、電源およびグランドの取得のために複雑にならざるを
得なかった内部端子の配列が単純化でき、複雑な回路に起因するノイズの発生を抑制する
ことができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
本発明の樹脂封止型半導体装置
図１は本発明の樹脂封止型半導体装置の一実施形態を示す平面図であり、図２は図１に示
される半導体装置のＡ－Ａ線矢視における縦断面図である。尚、半導体装置の構成を理解
しやすくするために、図１では後述する封止部材１０を省略し、図２では封止部材１０を
仮想線（２点鎖線）で示している。また、図２の断面形状は、実際のエッチング特性を考
慮した形状となっている。
【００１５】
図１および図２において、本発明の樹脂封止型半導体装置１は、電気的に独立して配設さ
れた複数の端子部４を有し、この複数の端子部４の一部に、長方形板状である電気絶縁性
の搭載用部材６が裏面を固着するように載置され、この搭載用部材６の表面６ａ側に半導
体素子８がその端子面と反対の面を固着され搭載されている。図示例では、搭載される半
導体素子８の端子８ａは、半導体素子８の各辺に沿って配置されている。
【００１６】
端子部４は、表面側に内部端子４Ａを裏面側に外部端子４Ｂを一体的に有している。図示
例では、内部端子４Ａ上に銀めっき層５が設けられており、各内部端子４Ａ面は略一平面



(4) JP 4068729 B2 2008.3.26

10

20

30

40

50

上に位置している。
【００１７】
搭載用部材６は、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、ガラス－エポキシ基板等の電気絶縁性
材料で成形された板材、あるいは、表面を上記の電気絶縁性材料で被覆された板材であり
、厚みは２０～１５０μｍ程度のものが好ましい。この搭載用部材６は、その裏面６ｂを
端子部４の内部端子４Ａ面に公知の接着剤を用いて固着することができる。そして、搭載
用部材６の表面６ａ（半導体素子８の搭載面）には通電用の回路７が形成されている。図
示例では、通電用の回路７は、半導体素子８の搭載領域を囲むような回廊形状をなしてい
る。
【００１８】
また、搭載用部材６に搭載されている半導体素子８の各端子８ａは、端子部４の内部端子
４Ａ（銀めっき層５）および／または搭載用部材６の通電用の回路７とに、ワイヤ９によ
って接続されている。半導体素子８は公知の接着剤を用いて搭載用部材６上に搭載される
が、上記の通電用回路７の少なくとも一部が半導体素子８の搭載領域内に設けられている
場合、使用する接着剤は電気絶縁性を有するものを使用することが好ましい。
【００１９】
そして、各外部端子４Ｂの一部を外部に露出させるように、端子部４、搭載用部材６、半
導体素子８およびワイヤ９が封止部材１０により封止されている。封止部材１０は、封止
型半導体装置に使用されている公知の樹脂材料を用いて形成することができる。図２に示
される例では、外部に露出している外部端子４Ｂに、半田からなる外部電極１１が設けら
れている。これにより、ＢＧＡ（ＢａｌｌＧｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）タイプの半導体装置と
なっている。
【００２０】
このような半導体装置１では、半導体素子の占有効率が向上し、回路基板への実装面積が
低減して実装密度が向上する。また、搭載用部材６の表面側に設けられた通電用の回路７
を用いることにより、内部端子４Ａの配列の単純化が可能となり、例えば、搭載用部材６
に設ける通電用の回路７に電源またはグランドの作用をもたせることにより、搭載した半
導体素子８の端子８ａのうち電源端子やグランド端子を上記の通電用の回路７に接続する
ことができ、内部端子４Ａの配列が単純化できる。また、このような内部端子４Ａの配列
の単純化に伴い、複雑な回路に起因するノイズの発生を抑制することもできる。
【００２１】
尚、上述の樹脂封止型半導体装置１における端子数、端子配列、通電用の回路等は例示で
あり、本発明がこれに限定されないことは勿論である。
本発明の回路部材
図３は本発明の回路部材の一実施形態を示す平面図であり、図４は図３に示される回路部
材のＢ－Ｂ線矢視における縦断面図である。
【００２２】
図３および図４において、本発明の回路部材２１は、外枠部材２２と、この外枠部材２２
から接続リード２３を介して相互に独立して配設された複数の端子部２４と、この端子部
２４の表面側の一部を覆うように裏面側を固着された電気絶縁性の搭載用部材２６と、搭
載用部材２６の表面に設けられた通電用の回路２７とを備えるものである。
【００２３】
外枠部材２２は、外形形状および内側開口形状が矩形であり、各接続リード２３は外枠部
材２２の内側開口の各辺から同一平面内に突設されている。図示例では、これらの接続リ
ード２３は、外枠部材２２に比べて薄肉となっている。
【００２４】
端子部２４は、接続リード２３の先端に設けられ、表面側に内部端子２４Ａを裏面側に外
部端子２４Ｂを一体的に有している。各内部端子２４Ａ面は同一平面上に位置していると
ともに、内部端子２４Ａ上には銀めっき層２５設けられており、この銀めっき層２５は外
部端子２４Ｂよりも外枠部材２２に接近している。
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【００２５】
搭載用部材２６は、その裏面２６ｂを端子部２４の内部端子２４Ａ面に公知の接着剤を用
いて固着されている。この搭載用部材２６は上記の電気絶縁性材料で成形された板材、あ
るいは、表面を電気絶縁性材料で被覆された板材であり、厚みは２５～１５０μｍ程度の
ものが好ましい。
【００２６】
搭載用部材２６の表面２６ａ（半導体素子を搭載する面）に形成された通電用の回路２７
は、図示例では回廊形状をなす１つの回路であるが、目的に応じて、他の形状の回路であ
ってもよく、また、２種以上の回路を設けてもよい。このような通電用の回路２７は、フ
ォトリソグラフィ法、スクリーン印刷法等、公知の方法により搭載用部材２６上に形成す
ることができる。
【００２７】
このような回路部材２１の外枠部材２２、接続リード２３および端子部２４の材質は、４
２合金（Ｎｉ４１％のＦｅ合金）、銅、銅合金等とすることができる。
【００２８】
また、本発明の回路部材２１は、搭載用部材２６の表面２６ａ側の半導体素子搭載領域に
電気絶縁性の両面接着テープを設けたものであってもよい。使用する両面接着テープは特
に制限はないが、２種以上の通電用回路２７にまたがる場合は、電気絶縁性のベースフィ
ルムの両面に接着剤層を備えたもの、例えば、ユーピレックス（宇部興産（株）製の電気
絶縁性のベースフィルム）の両面にＲＸＦ（（株）巴川製紙所製の接着剤）層を備えたＵ
Ｘ１Ｗ（（株）巴川製紙所製）のような両面接着テープを使用することが好ましい。
【００２９】
尚、上述の回路部材２１における端子数、端子配列、通電用の回路等は例示であり、本発
明がこれに限定されるものではない。
回路部材および樹脂封止型半導体装置の製造方法
次に、本発明の回路部材と樹脂封止型半導体装置の製造方法について説明する。
【００３０】
図５は、図３および図４に示される回路部材２１を製造する場合と、この回路部材を用い
て図１および図２に示される樹脂封止型半導体装置１を製造する場合とを例とした製造方
法の一実施形態を示す工程図である。各工程は、上記の図２および図４に対応する縦断面
図で示してある。
【００３１】
まず、導電性基板５１の表裏に感光性レジストを塗布、乾燥して感光性レジスト層を形成
し、これを所望のフォトマスクを介して露光した後、現像してレジストパターン５２Ａ，
５２Ｂを形成する（図５（Ａ））。導電性基板５１としては、上述のように４２合金（Ｎ
ｉ４１％のＦｅ合金）、銅、銅合金等の金属基板（厚み１００～２５０μｍ）を使用する
ことができ、この導電性基板５１は、両面を脱脂等を行い洗浄処理を施したものを使用す
ることが好ましい。また、感光性レジストとしては、従来公知のものを使用することがで
きる。
【００３２】
次に、レジストパターン５２Ａ，５２Ｂを耐腐蝕膜として導電性基板５１に腐蝕液でエッ
チングを行い、その後、レジストパターン５２Ａ，５２Ｂを剥離して除去することにより
、複数の端子部２４がそれぞれ接続リード２３により外枠部材２２に一体的に連結された
回路部材２１が得られる（図５（Ｂ））。腐蝕液は、通常、塩化第二鉄水溶液を使用し、
導電性基板５１の両面からスプレーエッチングにて行う。このエッチング工程におけるエ
ッチング量を加減することにより、薄肉である接続リード２３の厚さを調整することがで
きる。この回路部材２１では、図から明らかなように、端子部２４の各内部端子２４Ａ面
は同一平面内にある。
【００３３】
次に、上述のように製造した回路部材２１の端子部２４において、外部端子２４Ｂよりも
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外枠部材２２に接近した内部端子２４Ａの位置に、銀めっき層２５を形成する。次いで、
表面２６ａに通電用の回路２７が形成された搭載用部材２６の裏面２６ｂを、端子部２４
の内部端子２４Ａ面に公知の接着剤を用いて固着する（図５（Ｃ））。これにより、本発
明の回路部材２１が得られる。
【００３４】
次に、搭載用部材２６の表面２６ａ側に、半導体素子８の端子形成面と反対側を固着する
ことにより、半導体素子８を搭載する。そして、搭載した半導体素子８の端子８ａと、回
路部材２１の端子部２４の内部端子２４Ａ（銀めっき層２５）、および、搭載用部材２６
の通電用の回路２７とを、ワイヤ９で電気的に接続する（図５（Ｄ））。
【００３５】
次いで、外部端子２４Ｂの一部を外部に露出させるようにして、端子部２４、搭載用部材
２６、半導体素子８およびワイヤ９を封止部材１０で封止する（図５（Ｅ））。
【００３６】
次に、回路部材２１の各接続リード２３を切断し外枠部材２２を除去して、外部に露出し
ている外部端子４Ｂに半田からなる外部電極１１を形成することにより本発明の半導体装
置１とする（図５（Ｆ））。
【００３７】
【実施例】
次に、具体的な実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。
（回路部材の作製）
導電性基板として厚み０．２ｍｍの４２合金を準備し、脱脂処理、洗浄処理を行った後、
この導電性基板の両面に紫外線硬化型レジスト（東京応化工業（株）製ＯＦＰＲ１３０５
）を掛け流し法により塗布して乾燥した。次いで、表面側および裏面側のレジスト層をそ
れぞれ所定のフォトマスクを介して露光した後、現像してレジストパターンを形成した。
その後、導電性基板の両面から塩化第二鉄水溶液を使用してスプレーエッチングを行い、
洗浄後、有機アルカリ溶液を用いてレジストパターンを剥離除去した。これにより、外枠
部材に接着リードを介して突設された端子部を備えた回路部材が得られた。ついで、この
回路部材の内部端子面に銀めっき層を形成した。
【００３８】
一方、厚み５０μｍの熱可塑性ポリイミド板材の全面に無電解銅めっきを施して厚み１０
μｍの銅薄膜を形成した。次いで、一方の面に紫外線硬化型レジスト（東京応化工業（株
）製ＯＦＰＲ１３０５）を掛け流し法により塗布して乾燥してレジスト層を形成した。こ
のレジスト層を所定のフォトマスクを介して露光した後、現像してレジストパターンを形
成した。その後、上記のレジストパターンをマスクとして板材の両面から塩化第二鉄水溶
液を使用してスプレーエッチングを行い、洗浄後、有機アルカリ溶液を用いてレジストパ
ターンを剥離除去した。これにより、熱可塑性ポリイミド板材の一方の面に回廊形状の通
電用の回路を備えた搭載用部材が得られた。
【００３９】
次に、この搭載用部材の回路形成面と反対側を、上記の回路部材の端子部の内部端子面上
に熱圧着により固着して、図３および図４に示されるような本発明の回路部材を得た。
（半導体装置の作製）
上記の回路部材の搭載用部材の表面側（回路形成面側）に、１００ＭＨｚの高速半導体素
子（外形寸法３ｍｍ×７ｍｍ、厚み約０．２５ｍｍ）の端子形成面の反対側を、ダイアタ
ッチ材（エイブルスティック社製エイブルボンド８３９０）を用いて固着して搭載した。
【００４０】
次いで、回路部材の内部端子上の銀めっき層、および、搭載用部材の通電用の回路と、搭
載した半導体素子の端子とを直径３０μｍの金線（田中電子工業（株）製ＦＡ－３０）に
より結線した。
【００４１】
その後、外部端子の一部を外部に露出させるようにして、端子部、搭載用部材、半導体素
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子および金線をビフェニル系の樹脂材料（日東電工（株）製ＭＰ－７４００）で封止した
。
【００４２】
次に、回路部材の各接続リードを切断して外枠部材を除去し、外部に露出している外部端
子に半田からなるボールを接着して外部電極を形成した。
【００４３】
このようにして作製した樹脂封止型半導体装置は外部端子数が５２ピンであり、その外形
寸法は６ｍｍ×１２ｍｍ、厚みが０．８ｍｍであり非常に薄いものであった。また、この
樹脂封止型半導体装置の高速半導体素子を動作させたが、ノイズによる誤動作は全くみら
れなかった。
【００４４】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば半導体素子の占有率が高くなり小型化が可能となっ
て回路基板への実装密度を向上させることができ、また、搭載用部材に設けられた通電用
の回路が回路部材に必要とされる回路の一部として作用することができ、例えば、搭載用
部材に設けられた通電用の回路に電源またはグランドの作用をもたせることにより、搭載
した半導体素子の電源端子やグランド端子を上記の通電用の回路に接続することができ、
さらに、電源およびグランドの取得のために複雑にならざるを得なかった内部端子の配列
が単純化できるので、複雑な回路に起因するノイズの発生を抑制して容易に低ノイズ化を
実現することができ、また、回路部材の作製において複雑で高価なプロセスが不要となり
、かつ、汎用の回路部材と同じ金属材料を用いることができるので製造コスト低減が可能
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の樹脂封止型半導体装置の一実施形態を示す平面図である。
【図２】図１に示される樹脂封止型半導体装置のＡ－Ａ線矢視における縦断面図である。
【図３】本発明の回路部材の一実施形態を示す平面図である。
【図４】図３に示される回路部材のＢ－Ｂ線矢視における縦断面図である。
【図５】本発明の回路部材と樹脂封止型半導体装置の製造方法の一実施形態を示す工程図
である。
【符号の説明】
１…樹脂封止型半導体装置
４…端子部
４Ａ…内部端子
４Ｂ…外部端子
６…搭載用部材
７…通電用の回路
８…半導体素子
８ａ…端子
９…ワイヤ
１０…封止部材
１１…外部電極
２１…回路部材
２２…外枠部材
２３…接続リード
２４…端子部
２４Ａ…内部端子
２４Ｂ…外部端子
２６…搭載用部材
２７…通電用の回路
５１…導電性基板
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